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Abstract (Basic) : NL 6916239 A 

Semiconductor devices are produced by (a) forming a plate having at 
least one p-zone and at least one n-zone, (b) dividing the plate which 
is placed on a support, into several parts each forming one device so 

lltLtT* ^ ar \ fOTm f betW6en the devices ' and Pn- transitions are 
released in the channels, (C) pouring a hardenable compound in the 
channels to protect the pn- transitions, and (d) hardening the compound 
to form a protective layer of the pn- junctions . ompouna 

h / he ,^ th0d iS US6ful f ° r the P rodu ction of diode elements which can 
be divided into separate diodes. The diodes are effectively protected 
during use and handling by the protective coating of rubber or silicone 
ZlTrZ^ P J- jun f ions - In Edition to diodes, the process can be 
devices P transistors, thyristors and other semi-conductor 
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557 091 1 

Diese Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung 
von Halbleitervorrichtungen, in dem ein Grundkorper mit 
mindestens einem Bereich des p-Typs und mindestens einem 
Bereich des n-Typs gebildet wird, dass der Grundkorper auf 
einer Stutze angeordnet und in eine Vielzahl von Teilstiik- 
ken unterteilt wird. wobei jedes Teilstuck eine Halbleitervor- 
richtung darstellt, und zwischen den Vorrichtungen Kanale 
ausgefQhrt werden und die p-n-Ubergange in den Kanalen 
entblosst werden. 

Das erfindungsgemasse Verfahren ist dadurch gekenn- 
zeichnet, dass zwecks Erleichterung der Handhabung der 
Halbleitervorrichtungen ein hartbarer Werkstoff in den Kana- 
len eingegossen wird und dass der Werkstoff so ausgehartet 
wird, dass eine die Halbleitervorrichtungen verbindende 
Membran entsteht. 

Im folgenden wird der Erfindungsgegenstand anhand der 
Zeichnung rein beispielsweise naher erlautert Es zeigen: 

Fig. 1 bis 6 in schematischer Darstellung 6 verschiedene 
Verfahrensschritte bei der Herstellung von Dioden und, 

Fig. 7 ausschnittsweise eine Draufsicht auf ein Halbfabri- 
kat gemass Fig. 3. 

Der in den Figuren dargestellte Silizium-Grundkorper 10, 
der vom p-Typ oder vom n-Typ sein kann, wird mit Hilfe be- 
kannter Diffusionsverfahren so behandelt dass ein p-n-Ober- 
gang entsteht (Fig. 2). Nachdem der letztere entstanden ist 
werden geeignete, nichtdargestellte Metallschichten auf den 
OberflSchen des Grundkorpers angebracht die die Herstel- 
lung elektrischer Anschlusse an die zu erzeugenden Dioden 
erleichtern. 

Der die p-n-Obergange enthaltende Grundkorper wird 
dann mittels einer dunnen Wachsschicht 12 auf einer Glas- 
oder Keramikplatte 11 befestigt. Auf die Oberflache des 
Grundkorpers wird eine nichtdargestellte Stahlmaske gelegt 
die eine Vielzahl von rechteckformigen L6chern enthalt; auf 
diese Maske wird eine Wachslosung aufgespruht Das 
Wachs tritt durch die Offnungen der Maske hindurch und 
bleibt am Grundkorper haften; wenn die Maske entfernt 
wird, weist die Oberflache des Grundkorpers eine Vielzahl 
von rechteckigen Bereichen 13 auf, welche mit Wachs be- 
deckt sind (Fig. 3). 

Die den Grundkorper 10 tragende Platte 1 1 wird dann in 
ein Atzbad getaucht das die Bereiche des Grundkorpers zwi- 
schen den maskierten Bereichen 13 entfernt (Fig. 4). Es ist 
festzustellen, dass das zur Befestigung des Grundkorpers 10 
an der Platte 1 1 benutzte Wachs sowie die Wachsmaske fur 
die Bereiche 13 des Grundkarpers 10 so ausgewahlt werden, 
dass sie durch das Atzmittel nicht angegriffen werden. 
Wenn die freigelegten Bereiche des Grundkorpers 10 wegge- 
Stzt worden sind. wird die Platte 1 1 aus dem Atzmittel ent- 
fernt gespult und getrocknet In diesem Stadium des Verfah- 
rens tragt die Platte 1 1 eine Vielzahl von kleinen rechteckfor- 
migen p-n-Dioden 15; diese sind voneinander getrennt und 
auf beiden Seiten mit Wachs uberzogen; nur die geatzten 
Kanten 16 der Dioden 15 sind freigelegt. Selbstverstandlich 
konnen auch anstatt des Wachses andere Maskierungsmittel 
benutzt werden, die von dem Atzmittel nicht angegriffen wer- 
den. 

Auf die Platte 1 1 wird dann ein synthetischer, vernetzba- 
rer Kautschuk auf Silikonbasis in fliissiger Form gegossen; 
dieser fliesst in die Zwischenraume 14 zwischen den Dioden 
(Fig. 5). Wenn die Zwischenraume 14 mit dem fliissigen Werk- 
stoff ausgefiillt sind, wird die Oberflache des geatzten Grund- 
korpers abgewischt urn uberschussigen Kautschuk zu entfer- 
nen; es bleibt ein Gitterwerk 17 aus flussigem Kautschuk in 
den Zwischenraumen 14 zuruck. Der flussige Kautschuk 
wird dann ausgehartet worauf die Platte 11 in ein Fltissig- 
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keitsbad eingelegt wird, in dem sich das Wachs auflost. 
Dabei lost sich das die Dioden 15 uberdeckende Wachs und 
auch das die Dioden 15 mit der Platte 12 verbindende 
Wachs auf; die Dioden sind dann nur noch miteinander 

5 durch eine Kautschukmembran 17 verbunden (Fig. 6), die die 
Handhabung der Halbleitervorrichtung wahrend der weite- 
ren Bearbeitung sehr erleichtert. In einigen Fallen liefert die 
Membran 17 auch einen Schutz fur die p-n-Obergange der 
H alblei ter vorri ch tu ngen. 

, 0 Wenn es erwunscht ist, eine der Dioden 15 zu benutzen, 
wird der Abschnitt der Membran, der die Platle mit den iibri- 
gen Dioden verbindet, durchgetrennt; es bleibt dabei eine ein- 
zelne Diode zuruck, deren Kanten durch die abgetrennten 
Abschnitte der Membran umgeben sind. 

, 5 Wenn die Diode Anschlussleiter aufweist die durch 
Loten bei erhohter Temperatur hergestellt worden sind, 
dann kann die Lottemperatur so gewahlt werden, dass der 
die Kanten der Dioden umgebende Kautschuk zersetzt 
wird; dabei bleiben die Kanten der Dioden sauber und sind 

20 auf diese Weise bereit zum Eingiessen. 

Der Kautschuk kann jedoch auch wahrend der ganzen 
Betriebsdauer der Diode an seinem Ort verbleiben. In die- 
sem Falle ist es notwendig, dass die Lottemperatur so nied- 
rig ist dass die Membran aus dem betreffenden Werkstoff 

25 nicht zerstort wird. 

Es ist nicht unbedingt erforderlich, dass der Membran- 
werkstoff flexibel ist Es konnen namlich auch Werkstoffe be- 
nutzt werden, die eine sprode Membran erzeugen; in diesem 
Falle werden die Dioden durch Brechen voneinander ge- 

30 trennt und nicht durch Durchtrennen der Membran. 

Obwohl sich die obige Beschreibung auf die Herstellung 
von Dioden beschrankt, ist leicht einzusehen, dass das be- 
schriebene Verfahren auch bei der Herstellung von Transisto- 
ren, Thyristoren und anderen Halbleitervorrichtungen ver- 

35 wendbar ist. 

PATENTANSPRUCH 
Verfahren zur Herstellung von Halbleitervorrichtungen, 
in dem ein Grundkorper (10) mit mindestens einem Bereich 

4 0 des p-Typs und mindestens einem Bereich des n-Typs gebil- 
det wird, dass der Grundkorper (10) auf einer Stutze (11) an- 
geordnet und in eine Vielzahl von Teilstucken (15) unterteilt 
wird, wobei jedes Teilstuck eine Halbleitervorrichtung dar- 
stellt und zwischen den Vorrichtungen (15) Kanale (14) ausge- 

45 fuhrt werden und die p-n-Ubergange in den Kanalen (14) ent- 
blosst werden, dadurch gekennzeichnet, dass zwecks Erleich- 
terung der Handhabung der Halbleitervorrichtungen (15) ein 
hartbarer Werkstoff in die Kanale (14) eingegossen wird 
und dass der Werkstoff so ausgehartet wird, dass eine die 

so Halbleitervorrichtungen (15) verbindende Membran (17) ent- 
steht. 

UNTERANSPRUCHE 

1. Verfahren nach Patentanspruch, dadurch gekennzeich- 
net, dass der hartbare Werkstoff ein vernetzbarer syntheti- 

55 scher Kautschuk auf Silikonbasis ist 

2. Verfahren nach Patentanspruch, dadurch gekennzeich- 
net dass die die Halbleitervorrichtungen verbindende Mem- 
bran (17) auch die p-n-ObergSnge schutzt. 

3. Verfahren nach Patentanspruch, dadurch gekennzeich- 
eo net, dass die Halbleitervorrichtungen durch Loten mit An- 

schlussleitern versehen werden, wobei das Loten die Mem- 
bran (17) zerstort 

4. Verfahren nach Patentanspruch, dadurch gekennzeich- 
net dass die Halbleitervorrichtungen durch Loten mit An- 

65 schlussleitern versehen werden, wobei das Loten die Mem- 
bran (17) nicht zerstort. 



